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石英ルツボに入れた Si融液内でルツボ壁に触れることなく、最大 90 %の直径比の大口径 Siイ

ンゴット単結晶を成長できる Noncontact Crucible (NOC) Methodを我々は提案してきた。本発表で

は、本成長法で作製した n 型と p 型の Si インゴット単結晶を用いて太陽電池を作製し、CZ 法で

成長したウェハーから同じ構造・プロセスを用いて作製した太陽電池の特性を基準にして、本ウ

ェハー（（サイズ：15.6 x 15.6 cm）を用いた太陽電池の変換効率と歩留まりを調査した。 

１）NOC法による Siインゴット単結晶の成長 

 n-型単結晶は、温度降下幅、ΔT：53.5 K、直径：32.2 cm、直径比：0.80、重さ：8.05 kg、厚さ：

8.3 cmであり、フラットな底面であった。p-型単結晶は、ΔT：33.1 K、直径：35.0 cm、直径比：

0.70、重さ：8.2 kg、厚さ：8 cmであり、下に凸の底面であった。これらのインゴット単結晶の成

長前に、成長炉の内容物の高温真空長時間空焼きでクリーン化を行った。これらのインゴット単

結晶から、インゴット上面から底面に至るまで一様にウェハーを取り出して、太陽電池の特性の

分布を調べた（ウェハーサイズ：15.6 x 15.6 cm）。 

２）n-型単結晶ウェハーの太陽電池特性 

n-型 CZ ウェハーで 20.0 %の変換効率が出せる太陽電池構造・プロセスを用いて、最高値

19.8 %、平均値 19.3 %の変換効率を有する太陽電池分布を得た。その変動幅は非常に狭く 2 %

であった。 

３）p-型単結晶ウェハーの太陽電池特性 

p-型 CZ ウェハーで 19.1 %の変換効率が出せる太陽電池構造・プロセスを用いて、最高値

19.14 %、平均値 19.0 %の変換効率を有する太陽電池分布を得た。その変動幅は極めて狭く

0.34 %であり、このインゴット単結晶が極めて高い均一性を有していることを示している。

本ウェハーの変換効率は CZウェハーの値とほぼ同等であった。 

４）まとめ 

 NOC法で成長したインゴット単結晶から、CZ法による単結晶の太陽電池とほぼ同等 

の高い変換効率と高い歩留まりを有する太陽電池が、キャスト成長炉を用いて得られた。 
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